台灣半導體研究中心 異質整合製程組
電漿輔助式化學氣相沈積&活性離子蝕刻系統(PECVD & ICP) 

	一.系統簡介:

1. 系統規格及型號：PECVD & ICP 

2. 機型：英國Oxford Plasmalab System 100 

3. 規格： 
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PECVD： 
RF Power 13.56kHz 0~300W
LF Power 100~300KHz 500W
Pressure：0~100mtorr 

2. ICP Etcher：
ICP power 2.54MHz 0~5000W
RF power 13.56kHz 0~600W
Pressure: 5~50mtorr 

3. Wafer Size：8', 6', 4', 3', 破片 

4. Wafer Temp：
PECVD：25~350oC
ICP：25~ -110oC 

5. Gas inlet：
PECVD：SiH4,N2O,NH3,N2 
ICP：C4F8,SF6, Ar,O2
二.特殊注意事項：
1. 只限Si基材。 

2. ICP之蝕刻種類為 SiO2, Si，SiNx。 

3. PECVD及ICP部份以六吋晶圓為主，欲做破片者請事先與儀器負責工程師詢問。 

4. 特殊製程須經儀器負責人同意，方可使用若違反上述規定，而造成機台污染或損害者，除停止其使用權利外，並將追究其相關賠償責任。 

5. 其它注意事項及實際開放狀況請參閱南區網頁公告。 


